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【はじめに】近年Si-MOSFETの微細化は限界に達しつつある。更なる高速化を実現するために、

Si に比べて電子移動度の高いInGaAs が新たなチャネル材料として注目されている。しかし、

InGaAs上で良好な界面特性を得られる絶縁膜材料はまだ明らかにされていない[1]。一方、微細化に

伴うリーク電流の増加が問題となっていることから、高い容量を得られ、リーク電流を低減するこ

とが可能なhigh-k絶縁膜材料に着目した。これまでにHfO2およびLa2O3を用いた構造について電気

特性を報告した [2]。本研究ではPrOXに着目し、W/PrOX/InGaAs MOSキャパシタを作製し表面処理

方法および熱処理条件を変化させて電気特性を評価した。 

 

【実験方法】In0.53Ga0.47Asを p-InP基板上にエピタキシャル成長させた基板を用いた。基板洗浄を

行った後、1.HF、2.HF+(NH4)2S、3.HF+HMDS (single layer)、4.HF+ HMDS (triple layer)の表面処理を

それぞれ行った。電子線蒸着法により PrOxを堆積後、in-situで RFスパッタ法を用い W電極を堆

積し、PMA（F. G. [N2:O2=97:3 %]雰囲気中、350~500oC５分間の熱処理）をした。最後に、裏面に

Alを蒸着して電気特性を測定した。 

 

【結果】400oC の熱処理により比較的良好な特性を

得られた In0.53Ga0.47As MOSキャパシタのC-V特性の

結果を Fig. 1に示す。3.HF+HMDS (single layer)で処

理した場合に、他の表面処理方法に比べて高い容量

を得られた。この要因として、HMDS の構造に Si

が含まれているために、Gaの自然酸化膜形成の抑制

に影響を及ぼしたと考えられる。 

 

【謝辞】本研究は科学技術振興機構(JST)の支援によ

り行われた。   

 

【文献】[1]R. M. Wallance, P. C. McIntyre, J. Kim, Y. Nishi, Mat. Res. Bull .34(7), 493(2009). 

[2]神田他：2010年春季応用物理学会，20a-P16-9.  

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0 0.5 1.0
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

C
ap

ac
ita

nc
e 

(µ
F/

cm
2 )

Gate Voltage (V)

４．HMDS (3)

３．HMDS (1)

２．(NH4)2S

１．HF

100kHz
F.G. 400oC/5min

Fig.1 C-V characteristics of W/PrOx/In0.53Ga0.47As 
MOS CAPs with various passivation methods
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